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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】製造歩留まりの低下を防止するとともに、欠陥
の発生を防止して信頼性の高い液晶表示装置を提供する
ことを目的とする。
【解決手段】液晶表示装置のアレイ基板は、補助容量線
５２と、ゲート絶縁膜６２を介して補助容量線の下層に
対向配置されることにより補助容量を形成する補助容量
電極６１と、画素ＴＦＴ７５、画素電極５３、及び補助
容量電極を互いに連結する連結配線８０とを有してい
る。補助容量線は、下層の補助容量電極内に存在するダ
ングリングボンドに対して不純物を注入可能な複数の開
口部５２Ａを備えている。連結配線は、有機絶縁膜から
なる層間絶縁膜７６を介して少なくとも補助容量線の開
口部５２Ａを覆うように配置されている。補助容量線の
開口部のすべての縁と、連結配線の画素電極とコンタク
トする第３コンタクト電極５３Ｃにおける縁との間の距
離Ｄは、層間絶縁膜の膜厚Ｔ以上離れている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】絶縁性基板上に形成された走査線と、前記
走査線とほぼ平行に形成された補助容量線と、前記走査
線に交差する信号線と、前記走査線と前記信号線との交
点近傍に配置されたスイッチング素子と、前記スイッチ
ング素子を介して前記信号線に電気的に接続された画素
電極と、前記補助容量線の下層に絶縁膜を介して対向配
置されることにより補助容量を形成する補助容量電極
と、前記スイッチング素子、前記画素電極、及び前記補
助容量電極を互いに連結する連結配線とを有するアレイ
基板と、
液晶組成物を介して前記画素電極に対向配置された対向
電極を有する対向基板と、を備えた液晶表示装置におい
て、
前記補助容量線は、下層の前記補助容量電極内に存在す
るダングリングボンドに対して不純物を注入可能な開口
部を備え、
前記連結配線は、有機絶縁膜を介して少なくとも前記補
助容量線の開口部を覆うように配置され、
前記補助容量線の開口部のすべての縁と、前記連結配線
の縁との間の距離は、前記有機絶縁膜の膜厚以上離れて
いることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】前記補助容量電極は、ポリシリコン薄膜で
あることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】前記連結配線は、前記スイッチング素子に
コンタクトする第１コンタクト電極と、前記補助容量電
極にコンタクトする第２コンタクト電極と、前記画素電
極にコンタクトする第３コンタクト電極とを備え、
前記補助容量線の開口部は、前記第３コンタクト電極に
よって覆われているとともに、前記開口部のすべての縁
と前記第３コンタクト電極との間の距離は、前記有機絶
縁膜の膜厚以上離れていることを特徴とする請求項１に
記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置に
係り、特に、アクティブマトリクス型液晶表示装置のア
レイ基板構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、現在用いられている液晶表示装
置に適用されるアレイ基板の製造方法について説明す
る。
【０００３】まず、ガラス基板上に不純物の拡散を防ぐ
アンダーコート絶縁膜を形成し、薄膜トランジスタの半
導体層や、それに接続される各種配線、及び画素を表示
するための電極電位を保つ補助容量を形成する補助容量
電極などをなすシリコン薄膜を形成する。
【０００４】その後、ゲート絶縁膜により全面を覆い、
薄膜トランジスタのＯＮ／ＯＦＦを制御するゲート線
や、補助容量電極との間で補助容量を形成する補助容量
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線などを形成する。薄膜トランジスタのしきい値電圧
は、チャネル領域、ソース領域及びドレイン領域を形成
するシリコン薄膜に、低濃度及び高濃度の不純物を注入
することで制御される。
【０００５】さらに、薄膜トランジスタのしきい値電圧
や、補助容量の大きさ、周波数特性などをばらつきを軽
減しつつ且つ絶対値も制御するために、水素プラズマを
照射し、シリコン薄膜内の結晶粒界のダングリングボン
ドを水素で終端させる。
【０００６】この水素プラズマ照射において、十分にシ
リコン薄膜のダングリングボンドを水素で終端させるた
めに、補助容量電極を形成するシリコン薄膜のすべての
位置において、補助容量電極の上層に絶縁膜を介して配
置された補助容量線の縁の部分からの最短距離が、プラ
ズマ照射時の水素の拡散距離以内となるように、補助容
量線に複数の開口部が形成されている。
【０００７】その後のプロセスは、全面に層間絶縁膜を
堆積し、次に層間絶縁膜にコンタクトホールを形成し、
信号線を形成し、パッシベーション膜によって基板全面
を覆う。シリコン薄膜内に注入された不純物は、この
後、アニールすることによって活性化される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】一般に、積層構造を持
つ素子においては、各層を形成する材料により熱収縮率
または熱膨張率が異なる。このことは、アニールの際に
問題となり、重なり合う膜の熱収縮率または熱膨張率が
異なることにより生じる応力が各膜の縁の部分に集中す
る。
【０００９】そのため、その縁部分の上部に位置する膜
によるカバレッジ部、及びそのカバレッジ部に位置する
縁部分の下部に位置する膜には、多くのクラックが発生
する。このクラックは、ゲート絶縁膜及び層間絶縁膜の
上下の金属膜をショートさせる一因となる。特に、シリ
コン薄膜に水素化を促進するために設けられた補助容量
線の開口部は、数μｍ単位の加工がなされているため、
開口部付近にはクラックが多く存在する。
【００１０】開口部付近のクラックにより、補助容量線
と、層間絶縁膜を介して対向配置された他の電極との間
でショートを発生しやすい。このショートは、液晶表示
装置において、点欠陥や線欠陥となって現れ、製造歩留
まりを低下させる原因となっている。
【００１１】この発明は、上述した問題点に鑑みなされ
たものであって、その目的は、製造歩留まりの低下を防
止するとともに、欠陥の発生を防止して信頼性の高い液
晶表示装置を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決し目的を
達成するために、請求項１に記載の液晶表示装置は、絶
縁性基板上に形成された走査線と、前記走査線とほぼ平
行に形成された補助容量線と、前記走査線に交差する信
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号線と、前記走査線と前記信号線との交点近傍に配置さ
れたスイッチング素子と、前記スイッチング素子を介し
て前記信号線に電気的に接続された画素電極と、前記補
助容量線の下層に絶縁膜を介して対向配置されることに
より補助容量を形成する補助容量電極と、前記スイッチ
ング素子、前記画素電極、及び前記補助容量電極を互い
に連結する連結配線とを有するアレイ基板と、液晶組成
物を介して前記画素電極に対向配置された対向電極を有
する対向基板と、を備えた液晶表示装置において、前記
補助容量線は、下層の前記補助容量電極内に存在するダ
ングリングボンドに対して不純物を注入可能な開口部を
備え、前記連結配線は、有機絶縁膜を介して少なくとも
前記補助容量線の開口部を覆うように配置され、前記補
助容量線の開口部のすべての縁と、前記連結配線の縁と
の間の距離は、前記有機絶縁膜の膜厚以上離れているこ
とを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、この発明の液晶表示装置、
すなわちアクティブマトリクス型液晶表示装置の実施の
形態について図面を参照して説明する。
【００１４】図１は、この発明の液晶表示装置における
一画素部の構造を概略的に示す平面図である。図２は、
図１に示した液晶表示装置のＡ－Ｂ－Ｃ－Ｄ線に沿った
断面構造及びＥ－Ｆ線に沿った断面構造を概略的に示す
断面図である。
【００１５】図２に示すように、この液晶表示装置は、
アレイ基板８６と、アレイ基板８６に対して所定の間隔
をおいて対向配置された対向基板９２と、アレイ基板８
６と対向基板９２との間の所定のギャップに保持された
液晶組成物を含む液晶層１００とを備えている。
【００１６】アレイ基板８６は、図１及び図２に示すよ
うに、マトリクス状に配置されたｍｘｎ個の画素電極５
３、これら画素電極５３の行に沿って形成されたｍ本の
走査線５１、これら画素電極５３の列に沿って形成され
たｎ本の信号線５０、ｍｘｎ個の画素電極５３に対応し
て走査線５１および信号線５０の交差位置近傍に非線形
スイッチング素子として配置されたｍｘｎ個の薄膜トラ
ンジスタ７５を有している。
【００１７】対向基板９２は、複数の画素電極５３に対
向して基準電位に設定される透明導電性部材としてのＩ
ＴＯによって形成された対向電極９１と、この対向電極
９１を覆う配向膜９３とを有している。そして、画素電
極５３と、対向電極９１との間の液晶層１００により、
液晶容量ＣＬを形成する。
【００１８】アレイ基板８６は、液晶容量ＣＬと電気的
に並列に補助容量ＣＳを形成するための複数の補助容量
素子、すなわち一対の電極を備えている。すなわち、補
助容量ＣＳは、画素電極５３と同電位の補助容量電極６
１と、所定の電位に設定された補助容量線５２との間に
形成される電位差によって形成される。
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【００１９】図１及び図２に示すように、アレイ基板８
６の１画素領域内において、信号線５０は、有機絶縁膜
からなる層間絶縁膜７６を介して、走査線５１及び補助
容量線５２に対して直交するように配置されている。補
助容量線５２は、走査線５１と同一の層に設けられてい
るとともに、走査線５１に対してほぼ平行に形成されて
いる。補助容量線５２の一部は、ゲート絶縁膜６２を介
して不純物ドープされたポリシリコン膜によって形成さ
れた補助容量電極６１に対向配置されている。
【００２０】これら信号線５０、走査線５１、及び補助
容量線５２等の配線部は、アルミニウムや、モリブデン
－タングステンなどの遮光性を有する低抵抗材料によっ
て形成されている。
【００２１】画素電極５３は、信号線５０及び補助容量
線５２の上にその周縁部を重ねるように配置されてい
る。この画素電極５３は、透明導電性部材として、例え
ばＩＴＯによって形成されている。表示領域内におい
て、スイッチング素子として機能する薄膜トランジスタ
すなわち画素ＴＦＴ７５は、信号線５０と走査線５１の
交点近傍に配置されている。
【００２２】画素ＴＦＴ７５は、補助容量電極６１と同
層のポリシリコン膜に不純物をドープすることによって
形成されたドレイン領域６６及びソース領域６７を有す
る半導体層８７と、ゲート絶縁膜６２を介して配置され
た走査線５１と一体のゲート電極６３とを備えている。
【００２３】画素ＴＦＴ７５のドレイン電極８８は、ゲ
ート絶縁膜６２及び層間絶縁膜７６を貫通するコンタク
トホール７７を介してドレイン領域６６にコンタクトし
ている。このドレイン電極８８は、信号線５０に電気的
に接続されている。画素ＴＦＴ７５のソース電極８９
は、ゲート絶縁膜６２及び層間絶縁膜７６を貫通するコ
ンタクトホール７８を介してソース領域６７にコンタク
トしている。
【００２４】アレイ基板８６の層間絶縁膜７６上には、
パッシベーション膜８２、及び、各画素領域ごとに、赤
（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）にそれぞれ着色されたカラ
ーフィルタ層８４（Ｒ、Ｇ、Ｂ）が設けられている。そ
して、カラーフィルタ層８４上には、画素電極５３が設
けられている。
【００２５】アレイ基板８６の表面には、画素電極５３
を覆うように配向膜１６０が設けられている。
【００２６】図２に示すように、連結配線８０は、画素
ＴＦＴ７５のソース電極８９、画素電極５３、および、
補助容量電極６１を電気的に接続している。
【００２７】すなわち、ソース電極８９は、コンタクト
ホール７８を介して第１コンタクト電極６７Ｃに電気的
に接続されている。補助容量電極６１は、層間絶縁膜７
６及びゲート絶縁膜６２を貫通するコンタクトホール７
９を介して第２コンタクト電極６１Ｃに電気的に接続さ
れている。画素電極５３は、保護絶縁膜８２を貫通する
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コンタクトホール８３Ａ、及び、カラーフィルタ層８４
を貫通する８３Ｂを介して第３コンタクト電極５３Ｃに
電気的に接続されている。
【００２８】第１コンタクト電極６７Ｃと第２コンタク
ト電極６１Ｃとは、連結配線８０の第１連結部８０Ａに
よって電気的に接続されている。これにより、第１連結
部８０Ａは、ソース電極８９と補助容量電極６１とを電
気的に連結する。
【００２９】第２コンタクト電極６１Ｃと第３コンタク
ト電極５３Ｃとは、連結配線８０の第２連結部８０Ｂに
よって電気的に接続されている。これにより、第２連結
部８０Ｂは、画素電極５３と補助容量電極６１とを電気
的に連結する。この第２連結部８０Ｂは、第１連結部８
０Ａに連続して形成されている。
【００３０】これにより、画素ＴＦＴ７５のソース電極
８９、画素電極５３、及び補助容量電極６１は、同電位
となる。
【００３１】また、図１及び図２に示すように、補助容
量線５２は、ゲート絶縁膜６２を介して下層に配置され
た補助容量電極６１を構成するポリシリコン膜の水素化
を促進するための複数の開口部５２Ａを備えている。す
なわち、十分にポリシリコン膜のダングリングボンドを
水素で終端させるために、補助容量電極６１を形成する
ポリシリコン膜のすべての位置において、補助容量電極
６１の上層にゲート絶縁膜６２を介して配置された補助
容量線５２の縁の部分からの最短距離が、プラズマ照射
時の水素の拡散距離以内となるように、補助容量線に複
数の開口部５２Ａが形成されている。
【００３２】さらに、図２に示すように、連結配線８０
の第３コンタクト電極５３Ｃは、補助容量線５２に形成
された複数の開口部５２Ａからの光抜けを防止するため
に、開口部５２Ａを確実に覆うとともに、開口部５２Ａ
のすべての縁と第３コンタクト電極５３Ｃの縁との距離
Ｄが、介在される有機絶縁膜からなる層間絶縁膜７６の
膜厚Ｔ以上離れるように配置されている。
【００３３】次に、図１及び図２を参照して、上述した
構造のアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造方法
について説明する。
【００３４】まず、ガラス基板や石英基板などの透明な
絶縁性の基板６０上に、プラズマＣＶＤ法などにより、
不純物の拡散を防止するためのアンダーコート絶縁膜６
５を成膜する。
【００３５】続いて、このアンダーコート絶縁膜６５上
に、プラズマＣＶＤ法などにより、アモルファスシリコ
ン膜すなわちａ－Ｓｉ膜を５０ｎｍ程度被着する。そし
て、４５０℃で１時間、アニールを行い、脱水素処理を
施した後、エキシマレーザビームを照射し、ａ－Ｓｉ膜
を多結晶化する。その後に、多結晶化されたシリコン膜
すなわちポリシリコン膜を、フォトリソグラフィ工程に
よりパターニングして、表示領域における各画素領域に
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それぞれ設けられるＴＦＴすなわち画素ＴＦＴ７５の半
導体層８７を形成するとともに、補助容量を形成するた
めの補助容量電極６１を形成する。
【００３６】続いて、プラズマＣＶＤ法により、基板６
０の全面にシリコン酸化膜すなわちＳｉＯｘ膜を１００
ｎｍ程度被着して、ゲート絶縁膜６２を形成する。
【００３７】続いて、ゲート絶縁膜６２上の全面にタン
タル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）、アルミニウム（Ａ
ｌ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、銅
（Ｃｕ）などの単体、または、これらの積層膜、あるい
は、これらの合金膜、例えばＭｏ－Ｗ合金膜を４００ｎ
ｍ程度被着し、フォトリソグラフィ工程により所定の形
状にパターニングする。これにより、走査線５１、ゲー
ト絶縁膜６２を介して補助容量電極６１に対向する補助
容量線５２、走査線５１を延在してなる画素ＴＦＴ７５
のゲート電極６３などを形成する。
【００３８】このとき、補助容量線５２には、後段のプ
ロセスにおいて、ゲート絶縁膜６２の下層に配置された
補助容量電極６１の水素化を促進するための複数の開口
部５２Ａを同時に形成する。この開口部５２Ａは、補助
容量電極６１を十分に水素化できるように４×４μｍの
矩形状に形成され、かつ、１画素あたり６個形成されて
いる。
【００３９】続いて、これらのゲート電極６３をマスク
として、イオンドーピング法などにより不純物を注入す
る。これにより、画素ＴＦＴ７５のドレイン領域６６及
びソース領域６７、補助容量電極６１のコンタクト領域
６８などを形成する。
【００４０】続いて、基板全体をアニールすることによ
り不純物を活性化する。
【００４１】続いて、Ｎチャネル型ＴＦＴのしきい値電
圧の大きさやばらつきを調整するため、水素プラズマを
基板全面に照射する。これにより、ポリシリコン膜内の
結晶粒界に存在するダングリングボンドを水素で終端す
る。
【００４２】続いて、基板６０の全面にアクリル樹脂な
どの有機絶縁層を６６０ｎｍ程度被着し、層間絶縁膜７
６を形成する。
【００４３】続いて、ゲート絶縁膜６２及び層間絶縁膜
７６に、フォトリソグラフィ工程により、画素ＴＦＴ７
５のドレイン領域６６に至るコンタクトホール７７及び
ソース領域６７に至るコンタクトホール７８と、補助容
量電極６１のコンタクト領域６８に至るコンタクトホー
ル７９とを形成する。
【００４４】続いて、Ｔａ，Ｃｒ，Ａｌ，Ｍｏ，Ｗ，Ｃ
ｕなどの単体、または、これらの積層膜、あるいは、こ
れらの合金膜、例えばＡｌ－Ｍｏ積層膜を５００ｎｍ程
度被着し、フォトリソグラフィ工程により所定の形状に
パターニングする。
【００４５】これにより、信号線５０を形成するととも
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7
に、画素ＴＦＴ７５のドレイン領域６６にコンタクトし
たドレイン電極８８を形成する。
【００４６】また、同時に、画素ＴＦＴ７５のソース領
域６７にコンタクトしたソース電極８９、このソース電
極８９に電気的に接続された第１コンタクト電極６７
Ｃ、後に形成される画素電極５３に電気的に接続される
第３コンタクト電極５３Ｃ、および、補助容量電極６１
に電気的に接続された第２コンタクト電極６１Ｃを形成
する。
【００４７】このとき、第３コンタクト電極６１Ｃは、
開口部５２Ａを確実に覆うとともに、開口部５２Ａのす
べての縁と第３コンタクト電極５３Ｃの縁との距離Ｄ
が、介在される有機絶縁膜からなる層間絶縁膜７６の膜
厚Ｔ以上離れるように形成される。
【００４８】さらに、同時に、第１コンタクト電極６７
Ｃと第２コンタクト電極６１Ｃとを電気的に接続する第
１連結部８０Ａ、および、第２コンタクト電極６１Ｃと
第３コンタクト電極５３Ｃとを電気的に接続する第２連
結部８０Ｂを形成し、連結配線８０を形成する。
【００４９】第１コンタクト電極６７Ｃ、第１連結部８
０Ａ、第３コンタクト電極５３Ｃ、第２連結部８０Ｂ、
及び第２コンタクト電極６１Ｃは、すべて一体に形成さ
れ、連結配線８０を構成している。
【００５０】続いて、基板６０の全面にシリコン窒化膜
すなわちＳｉＮｘを成膜し、パッシベーション膜８２を
形成する。そして、このパッシベーション膜８２に、フ
ォトリソグラフィ工程により、第３コンタクト電極５３
Ｃに至るコンタクトホール８３Ａを形成する。
【００５１】続いて、例えば赤、青、緑のそれぞれの顔
料を分散させたカラーフィルタ層８４（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を
各画素領域毎に３μｍ程度の厚さに形成する。そして、
このカラーフィルタ層８４に、フォトリソグラフィ工程
により、第３コンタクト電極５３Ｃに至るコンタクトホ
ール８３Ｂを形成する。
【００５２】続いて、透明導電膜、例えばインジウム－
ティン－オキサイドすなわちＩＴＯをスパッタ法によ
り、全面に１００ｎｍ程度の厚さで成膜し、フォトリソ
グラフィ工程により所定の形状にパターニングする。こ
れにより、画素電極５３を形成するとともに、画素電極
５３と第２コンタクト電極５３Ｃとを電気的に接続し、
連結配線８０を介して画素ＴＦＴ７５のソース電極６７
と画素電極５３とを電気的に接続する。
【００５３】続いて、基板全面に、配向膜材料を５００
オングストロームの膜厚で塗布し、焼成した後、ラビン
グ処理を行い、配向膜８５を形成する。
【００５４】以上のような工程を経て、アクティブマト
リクス型液晶表示装置のアレイ基板８６が得られる。 *
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*【００５５】一方、透明な絶縁性の基板９０上に、対向
電極９１と、配向膜９３とを備えた対向基板９２を形成
する。
【００５６】続いて、対向基板９２の配向膜９３の周辺
に沿って接着剤を注入口を除いて印刷し、アレイ基板８
６から対向電極９１に電圧を印加するための電極転移材
を接着剤の周辺の電極転移電極上に形成する。
【００５７】続いて、それぞれの配向膜８５及び９３が
対向するように、且つ、それぞれのラビング方向が９０
度となるように、アレイ基板８６及び対向基板９２を配
置し、加熱して接着剤を硬化させ、両基板を貼り合わせ
る。
【００５８】続いて、注入口から液晶組成物を注入し、
この注入口を紫外線硬化樹脂によって封止する。
【００５９】以上のような工程を経て、アクティブマト
リクス型液晶表示装置が得られる。
【００６０】上述したような構造の液晶表示装置によれ
ば、水素化を促進するための開口部の位置やそのデザイ
ンに起因するクラックを介した電極間のショートを防止
することが可能となり、点欠陥や線欠陥の発生を抑制す
ることが可能となる。このため、製造歩留まりの低下を
防止することが可能となり、信頼性の高い液晶表示装置
を提供することが可能となる。
【００６１】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、製造歩留まりの低下を防止するとともに、欠陥の発
生を防止して信頼性の高い液晶表示装置を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、この発明の液晶表示装置における一画
素部の構造を概略的に示す平面図である。
【図２】図２は、図１に示した液晶表示装置のＡ－Ｂ－
Ｃ－Ｄ線に沿った断面構造及びＥ－Ｆ線に沿った断面構
造を概略的に示す断面図である。
【符号の説明】
５０…信号線
５１…走査線
５２…補助容量線
５２Ａ…開口部
５３…画素電極
５３Ｃ…第３コンタクト電極
６１…補助容量電極（ポリシリコン膜）
７５…画素ＴＦＴ
８６…アレイ基板
９２…対向基板
１００…液晶層
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